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(54) Title: INTEGRATED TUNEABLE CAPACITOR 

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTE, ABSTIMMBARE KAPAZITAT 
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(57) Abstract: Disclosed is an integrated tuneable capacitor provided wth a semiconductor area (2) which is preferably N-doped 
and formed in a semiconductor body (1); an insulating thick oxide area (4) whose surface borders on the main side (3) of the semi- 
conductor body (2); and a thin oxide area (5) which is also adjacent to the main side (3) and which is arranged on the above the 
semiconductor area (2) in addiUon to having a lower layer thickness than the thick oxide area (4). A gate electrode (6) is placed on 
the thin oxide area (5) and connection areas (7) are provided in the semiconductor area (2). The inventive capacitor has a greater 
tuning range in comparison with transistor varactors. The integrated tuneable capacitor can be used, for instance, in LC oscillators 
in integrated VCOs. 
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(57) Zusammenfassung: Es ist cine integricrtc, abstimmbare Kapazitat angcgebcn mit cinem HaJblciicrgebiei (2), welches bcvor- 
zugt N-dotien ist, gebildet in einem Halbleiierkorper { I), mileinem isolierenden Dickoxid-Gebiet (4), welches an die Hauptseite (3) 
des Halbleiterkorpers flachig angrenzt und mit einem Dunnoxid-Gebiet (5), welches ebenfalls an die Hauptseite (3) angrenzt und Liber 
dem Halbleitergebiei (2) angeordnei ist sowie eine geringere Schichtdicke als das Dickoxid-Gebiet (4) hat. Auf dem Dunnoxid-Ge- 
biet (5) ist eine Gate-Elektrode (6) vorgesehen und im I lalbleitergebiet (2) AnschluBgebiete (7). Gegenuber Transistor- Varaktoren 
weist die beschriebene Kapazitat einen groBeren Abstimmbereich auf. Die integrierte. abstimmbare Kapazitat ist beispielsweise in 
LC-Oszillatoren von integrierten VCOs einsetzbar. 


